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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE T. 20 nr 3 - 1992 

C. CT»:ejieuKa, M. Fjianbim, 3. lOpKCBHH-Bernep, M. Flepca, A. XpyöaH 

MeTonu xapKTepHoamiii n0Jiyn30JiHpyicmnx MOHOKpucTaJiiiOB GaAs. 

B paöOTe npencTaujieHO npoöjieHU CB?i3aHbi c xapaKTepnaauMeii 
nojiyMooJiHpynuero apceHwna ra/iHH, npHMeiiaeHoro B M3r0T0BJieHMH nojieBbix 
Tpajt3MCTopos M MHTerpajibiibix cxeM. FIpencTaBJieHO onTMMecKMe m 
ojieKTpuMecKne Meionu xapaKTepM3auMM Maxepnajia npuHeHsjexbie ĆIBTOPEIMM, C 

ßoJibmuM BHMMaHMeM Ha HCTonbi no3Bajiaicuuie Ha onpeAeJieHue onnoponHOCTH 
OJlCKTpHMeCKMX CBOtlCTB. IlOKaSaHO pe3yjlbTaTbI M3MepeHMSl HeKOTOpblX 

MOHOKpucxajioB cflejiLHbix B MTEM. 

M. EoHeuKH BepM<}>MKauMa xonejiefi TpeuiMMOCTOÍiKOCTM KopyHnoBofi KepaHUKH. 

B cxaTbe npencTaBJieHbi, na ocHose jwTepaxypu n co6cTBeiuiux 
MCCJienOBaHMA, KOnejIM TpeUWHOCTOplKOCTM KOpyHflOBOfl KepaMMKM Ha OCHOBe 
TeopMM 30H MMKpOTpeuiMH M TeOpMM MOCTMKOB. Do HeTOfly OKOHMeHblX 3JieMeHTOB 
onpeneJieHO C T O M M O C T H BHyrpemibix TepxnsecKnx Hanpa»ceHnn B KepaMUKe, 
KOTOpUC 3aTeM HpUMCHCHO K CMHTaUMlO KpMBblX T. KOHCTaTUpyeTCH B03M0»CH0CTb 
npuMeHeHM?! Monejin c xocTUKaMM K KepaMUKe c BejiMMUHoPi sepna H s 85(jm M 
MOHCJiM c MHKpoTpeuuiHaMM c BCJiHHMHOM 3epHa II > 85pm. 

K.ncTxax, B. OjiecMHbCKa, II. KajinHbCKM 

KoMno3iiT yrjieponoe Bo.noKHO-HeTaji;i 

B CTaTbe npencTaBJieno ocHOBHbie MexaimMecKne ajicKTpMMecKne M 
TenjioBue C B O Ü C T B A K O M O O S H T O B yrjieponnoe BOJIOKHO-Herajui B 3aDMCHH0CTM O T 

MX KMKpocTpyKTypbi. flpencTaBJieHO TO>:e jiMTeparypHbie HĤ iopMauMM o MeTonax 
noJiyMeiiMsi K0Mn03MT0E' yrjiepoflHoe BOJioKHo-MeTajiJi. riepenaHo MH<j>opHaunH o 
cjienyiaunx MCTOjiax: HH<}iHJibTpau>f, BaKyyxnuM JiMTbo, npeccoBaHHio non 
nasueHueM, r.MTbio 4'O-nr n B0Jiic«eTpMMecK0íi CBapxe naBJieimeM. OcoöeHiioe 
BHHMaime nocBameno C O C C T B C H H U M DKcnepuMeirrał« aBTopoB CTartu KOTopue 
OTHOCMJlMCb K BO.niOieTpl1 MCCKOpI CBapKC naB/lCHilCH, JIHTŁIO 4i0.nr M MCCJlCnOBaHHlO 
CTpblKTypbl K0Hn03MT0B. 

fi.Paua, f i.Cacc, M. ByfiunK 

.My.yepuMecKHH xeTon rnaJiMsa p^uTroMnocKoro M3JiyHeMH5i nJiii nojiy-
npOBOflHUKOBUX CECpXpeUieTOK. 

Pa3paöoTaHa KiiHC.MaTHMCCKaH Tcopiia nn<})iipaKUHM penrreHOBCKoro 
M3JiyMeMna nJia nponsBOJibiiofi 4>opMbi BOJiiibi Mony.naunn B noJiynpoBonHUKOBUx 
ccepxpemeTKax. Ei.i/ia HccJienoBaiia CBepxpemcTKa GaAsP/CaAs. Xopoiuoe 
coBnoneiine TcopeTiiMCCKHX ii DKcriepnMeiiTa.nbiibix pe3yjibTaTOB nojiyncHO jiJia 
iioMTH cniiyconnaJibi:o(i COJIHU MOnyjiMUHH. 
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RECENZJE 

Wiesław Marciniak 

PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE MOS 

Warszawa: WNT 1991, 390 s. 

Monolityczne układy scalone MOS o wielkiej skali integracji zajmują obecnie dominującą pozycję w 

mikroelektronice. Postęp w technologii tych układów, który dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu, widoczny 

jest dzisiaj w postaci nowoczesnego sprzętu komputerowego. Niniejsza książka jest trzecim, znacznie 

zmienionym wydaniem monografii profesora W.Marciniaka poświęconej przyrządom półprzewodnikowym, 

z których zbudowane są współczesne mikroprocesory oraz pamięci ROM I RAM. Jest więc ona niezwykle 

aktualną pozycją w polskiej literaturze technicznej. 

Książka napisana jest w sposób klarowny, odzwierciedlający duże doświadczenie autora w pracy 

dydaktycznej. Treść książki przedstawiona została w siedmiu rozdziałach I dwóch aneksach. W rozdziale 

drugim omawiany jest model fizyczny idealnego kondensatora MOS oraz analizowane są zjawiska 

naruszające założenia idealizujące. Należy podkreślić, że autor omawia kondensator MOS nie tylko jako 

element bierny układu elektronicznego, ale również jako element diagnostyczny, służący do badania 

właściwości tlenku, właściwości powierzchni półprzewodnika na styku z tlenkiem oraz właściwości 

materiału półprzewodnikowego. W rozdziale trzecim omawiane są modele fizyczne, służące do opisu 

charakterystyk prądowo-napięciowych tranzystorów MOS. Analizowane są schematy zastępcze 

tranzystorów MOS oraz czynniki ograniczające zakres ich pracy. Informacje zawarte w tym rozdziale mogą 

być przydatne zarówno dla konstruktorów przyrządów MOS jak i dla ich użytkowników. W rozdziale 

czwartym opisano technologie wytwarzania układów scalonych MOS, a w szczególności technologie 

NMOS,CMOS i SOI. Omówiono także podstawowe reguły projektowania układów scalonych z punktu 

widzenia pełnego wykorzystania danej technologii. Rozdział piąty dotyczy wyznaczania parametrów 

tranzystorów MOS. Na szczególną uwagę zasługuje syntetyczne ujęcie tej tematyki w odniesieniu do 

dwóch rodzajów zadań: zadań symulacyjnych i zadań diagnostycznych. Zadania symulacyjne występują 

przy projektowaniu układów scalonych MOS, zaś zadania diagnostyczne są typowe dla kontroli bieżącej 

produkcji tych układów. Literatura wykorzystana do napisania tego rozdziału pochodzi w większości z lat 

1983-1986. Rozdział szósty zawiera przegląd elementarnych układów analogowych z tranzystorami MOS, 

zaś w rozdziale siódmym opisane zostały podstawowe układy cyfrowe. W ostatnim rozdziale omawiane 

są również układy o sprzężeniu ładunkowym i układy specjalizowane. W dodatku A przedstawione są 

modele stałoprądowe tranzystora MOS w programie SPICE 2G.6. Dodatek B zawiera programy 

obliczeniowe, opracowane w celu umożliwienia rozwiązywania problemów zamieszczonych w 

poszczególnych rozdziałach książki, za pomocą komputera IBM PC/XT. 

Reasumując, książka profesora W.Marciniaka jest doskonałym podręcznikiem akademickim, 

przeznaczonym dla studentów starszych lat, oraz doktorantów specjalizujących się w dziedzinie elektroniki 

ciała stałego. Będzie ona również bardzo pomocna inżynierom związanym z produkcją układów scalonych 

MOS, przy rozwiązywaniu problemów napotykanych w praktyce zawodowej. 

Recenzował: dr Inż. Paweł Kamiński 
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KRONIKA 

PROJEKTY BADAWCZE -1 KONKURS w 1991 roku 

Od roku 1991 system finansowania prac naukowo - badawczych z budżetu państwa został całkowicie 

zreformowany i wprowadzono konkurencyjny system przyznawania środków finansowych dla projeków 

badawczych. Warunkiem uzyskania środków finansowych na realizację zgłoszonego do KBN projektu 

badawczego(grantu) jest v/ynik konkursu. Konkurs odbywa się kilka razy w roku, a jego wynik ustalany jest 

na podstawie liczby punktów przyznanych przez recezentów,2głaszonym projektom badawczym. 

WI konkursie w 1991 roku przyznano 14 grantów zespołom naukowym Instytutu Technologii Materiałów 

Elektronicznych, których spis podajemy poniżej. 

Wykaz grantów przyznanych w 1992 roku zostanie zamieszczony w nr 4/1992 r "Materiałów 

Elektronicznych*. 

G/1/91 prof.dr hab.inż. Wiesław Marciniak 

Opracowanie jKidstawowych modeli komórek cyfrowych układów scalonych z GaAs i optymalizacja 

technologii ich wytwarzania pod kątem przygotowania płytki bazowej dla potrzeb układów ASlC. 

G/2/91 dr inż. Mirosław Czub 

Opracowanie sposobu osadzania warstw epitaksjalnych InP metodą wodorkową. 

G/3/91 mgr inż. Jerzy Sass 

Badanie relaksacji odkształceń koherentnych wielowarstwowych struktur In/GaAs/P. 

G/4/91 dr inż. Paweł Kamiński 

Identyfikacja centrów generacyjno-rekombinacyjnych w epitaksjalnych warstwach Si. 

G/5/91 mgr inż. Piotr Bieliński 

Badanie wpływu struktury dwufazowego kompozytowego materiału stykowego na własności 

eksploatacyjne. 

G/6/91 mgr Zygmunt Frukacz 

Badania nad technologią domieszkowania monokryształów YAG jonami ziem rzadkich: Pr, Ho,Er, 

Tm. 

G/7/91 prof.dr inż. Witold Rosiński 

Impulsowe wygrzewanie implantowanego GaAs. 

G/8/91 prof.dr inż. Witold Rosiński 

Zastosowanie implantacji do modyfikacji własności technicznych warstw wierzchnich metali. 

G/9/91 dr inż. Andrzej Bukowski 

Badania nad określeniem źródeł śladowych zanieczyszczeń metalicznych w krzemie. 
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G/10/91 dr inż. Andrzej Hruban 

Badania warunków wzrostu monokryształów SI GaAs w warunkach modulowanego pola 

termicznego. 

G/11/91 prof.dr hab.inż. Władysław WlosińskI 

Opracowanie kompozytu włókno węglowe - miedź. 

G/12/91 dr hab.inż. Henryk Tomaszewski 

Badania mechanizmów odporności na pękanie ceramiki Al^Oj-ZrO^. 

G/13/91 doc.dr Longin Kociszewski 

Opracowanie metody wytwarzania ultracienkich światłowodowych prętów obrazowych. 

G/14/92 prof.dr hab. Michał Kopcewicz 

Badanie przemian fazowych wywołanych przez Implantację jonów w metalach. 
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OFERTA 

Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej, (DS-3) Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych 

oferuje CURRENT CONTENTS (CC) z tytułów niżej wymienionych czasopism. 

CG to najprostsza, najszybsza forma uzyskiwania przez użytkownika informacji o zawartości każdego 

numeru, danego tytułu czasopisma 

Oferujemy również możliwość wykonywania odbitek kserograficznych z wybranych pozycji. 

Cena prenumeraty 1 tytułu czasopisma w postaci CC wynosi - 50.000 zł., 1 s. odbitki kserograficznej -

350 zł. 

1. American Ceramic Society Bulletin 

2. Applied Physics Letters 

3. Ceramic Forum International Berichte der 

Deutschen 

Keramischen Gesellschaft 

4. Crystal Research and Technology/Kristall und 

Technik 

5. Electronics 

6. Electronic Design 

7. Electronic Engineering 

8. Electronics Letters 

9. Electronics Materials and Processing 

10. IEEE Circuits and Devices Magazine 

11. IEEE Circuits and Systems 

1Z IEEE Consumer Electronics 

13. IEEE Electronic Device Letters 

14. IEEE Jumal of Solid-State Circuits 

15. IEEE Microwave and Guided wave Letters 

16. IEEE Microwave Theory and Techniques 

17. IEEE Region News 

18. IEEE Spectrum 

19. IEEE Transactions on Applied Superconduc-

tivity 

20. IEEE Transactions on Electron Devices 

21. IEEE Transactions on Microwave Heory and 

Techniques 

22. IEEE Transactions on Semiconductor Manu-

facturing 

23. IEEE Transactions on Ultrasonics, 

Ferroelectrics and 

Frequency Control 

24. International Journal of Microwave and Mil-

limeter-Wave 

Computer - Aided Engineering 

25. Journal of the American Ceramic Society 

26. Journal of Applied Physics 

27. Joumal of Crystal Grovirth 

28. Joumal of the Electronics chemical Society 

29. Joumal of Electronic Materials 

30. Joumal of Materials Research 

31. Joumal of Materials Science 

32. Joumal of Materials Science Letters 

33. Joumal of Materials Science Materials in Elec-

tronics 

34. Joumal of Materials Scence Materials of Me-

dicine 

35. Materials Science and Engineering A. Struc-

tural 

Materials: Properties, Microstructure and Pro-

cessing 

36. Materials Science and Engineering B. Solid 

State 

Materials for Advanced Technology 

37. Microelectronics Manufacturing Technology 

38. Microwave Engineering Europe 

39. Microwave Joumal 

40. PCIM Europe-Power Conversion and 

Intelligent Motion 

41. Physica Status Solidi A 

42. Powder Metallurgy 

43. Proceedings of the IEEE 

44. Semiconductor Science and Technology 

45. Semiconductor International 

46. Semiconductor Manufacturing 

47. Sklar a Keramik 

48. Solid State Electronics 

49. Solid State Technology 

50. Ill-Vs Revue 
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Wskazówki dla autorów 
1. Czasopismo „Materiały Elektroniczne" jest składane tecłiniką komputerową. 

Dlatego prosimy autorów o nadsyłanie maszynopisu napisanego: 
- w pliku na dyskietce, pod edytorem WordPerfect 5.1 lub innym, po uzgod-

nieniu z redakcją (np. Cłi iWRITER, TAG) 
- rysunków, tablic itp. w pliku utworzonym w jednym z następujących edyto-

rów graficznych: DrawPerfect, CorelDRAW!, AutoCAD, SIGM APLOT oraz 
w standardzie H P G L lub innym po uzgodnieniu z redakcją (np. w postaci 
obrazu ekranu uzyskanego programem typu GRAB, lub pliku uzyskanego ze 
skanera w standardzie TIF). 

2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron łącznie z rysunkami, 
tabelami i bibliografią. 

3. Artykuł powinien być napisany w 2 egzemplarzach na papierze formatu A4, 
jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, z podwójną 
interlinią, wraz z rysunkami - w 1 egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny być 
numerowane. 

4. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być 
umieszczone rysunki. 

5. D o artykułu powinny być dołączone streszczenia nie przekraczające 200 
słów, w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Tytuł artykułu winien być 
również przetłumaczony na te języki. 

5. Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się następujące elementy: 
z lewej strony u góry artykułu tytuł naukowy, pełne imię (imiona), nazwisko(a) 
autora(ów), nazwa miejsca pracy (zakładu, pracowni), adres pocztowy. Na środku 
stronicy maszynopisu tytuł artykułu. 

6. Rysunki: na odwrocie rysunku lub fotografii należy podawć ich numer, naz-
wisko autora i pierwszy wyraz tytułu artykułu. 

6.1. Podpisy do rysunków, fotografii oraz bibliografię należy umieszczać na 
oddzielnych stronicach, po tekście. 

6.2. U góry każdej tablicy należy podać numer i tytuł objaśniający. 
6.3. W przypadku rysunków, wzorów, tablic nie będących oryginalnym do-

robkiem autora(ów) należy zacytować źródło, umieszczając je w biblio-
grafii. 

6.4. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi. 
7. Pozycje bibliografii należy podawać w nawiasach kwadratowych, w kolejności 

występującej w tekście. 
Dla książki należy wymienić nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, pełny tytuł 

dzieła w oryginale, miejsce wydania, wydawcę, rok, stronice np.: 
[1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych. War-
szawa: W N T 1991, 126 s. 

Dla artykułu należy podać kolejno nazwisko(a) autora(ów), inicjały imion, tytuł 
artykułu w oryginale, tytuł czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: 
[2] Kamiński P., Stmpiński W., Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Temperature 
on the Concentration of Point Defets in Vapour Phase Epitaxial GaP:N,S. Jour-
nal of Crystal Growth 108, 1991, 3/4, 699-709 

8. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wiel-
kości we wzorach muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy 
i Międzynarodowy Układ Miar (SI). 

9. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać w le-
wym marginesie. 

10. Autora obowiązuje wykonanie korekty autorskiej. 
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^ V V INSTYTUT TECHNOLOGII 
¡ • L J B MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 
I I M s ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 
te l . : ( 4 8 2 2 ) 3 4 9 0 0 3 , t lx : 8 2 5 3 8 6 cme pl, fax : ( 4 8 2 2 ) 3 4 9 0 0 3 

Przedmiotem działania Instytutu Technologii Materiałów Elektronicz-
nych jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojo-
wych w zakresie inżynierii materiałowej, elektroniki i fizyki ciała stałego, 
a w szczególności technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
łów, ich obróbki, miernictwa oraz efektywnego wykorzystywania dla 
potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki oraz przystosowywa-
nie wyników badań i prac do wdrażania w praktyce. 

Działalność Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych skupia 
się w dwóch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i małose-
ryjnej produkcji materiałów dla elektroniki, telekomunikacji, energetyki, 
rolnictwa i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad ele--i*f 
mentami elektronicznymi, wv^warzanyml z tych materiałów. 

Materiałami, na których koncentruje się działalność ITME są: 
materiały półprzewodnikowe (Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP), materiały 
elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaFg, LiNbOg, LiTaOg, 
kwarc), materiały podłożowe dla nadprzewodników wysokotemperatu-
rowych, materiały ceramiczne (na bazie AlgOg i ZrOg), szkła dla tele-
komunikacji optycznej, materiały kompozytowe, pasty (przewodzące, 
izolujące i oporowe), czyste metale, związki nieorganiczne i roz-
puszczalniki. 

W ramach badań aplikacyjnych opracowywane są w ITME: 
półprzewodnikowe przyrządy mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody 
Schottky'ego), mikrofalowe monolityczne układy scalone, filtry z 
akustyczną falą powierzchniową, termoelektryczne moduły chłodzące. 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych wydaje dwa czaso-
pisma naukowe: kwartalnik „Materiały Elektroniczne", w którym publi-
kowane są artykuły dotyczące zakresu działania Instytutu, „Prace 
ITME" - zawierające monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, 
oraz wydawnictwa informacyjne. 
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